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 【はじめに】GaN光・電子デバイスには、低抵抗接触や正孔輸送域に用いる高濃度 p型 GaN (p-

GaN)と、反転チャネルやガードリングに用いる低濃度 p-GaNが必要なため、それらを位置選択し

て再現性良く形成する技術が必要である。しかしながら、正孔濃度が精密に制御された Mg 添加

p-GaN を再現性良くエピ成長させることは現在でも容易ではない。Mg イオン注入(I/I) により p-

GaNを形成することは、高濃度の点欠陥導入や I/I後のアニールによる空孔クラスタリングの影響

により更に困難である。2010 年代半ばから、Mg-I/I を用いた p-GaN形成や pn 接合・トランジス

タ構造の形成が次々と報告されるようになり、GaN パワーデバイスに関する複数の大型国家プロ

ジェクトも開始された。本講演では、上記プロジェクトに筆者らが参加することにより得られた

成果を IWN2018にて発表し JJAP Special Issueに掲載され、本学会第 43回優秀論文賞に選定され

た論文[1]の内容を概説する。 

 【内容】転位の影響が出にくい GaN 基板上のエ

ピ成長及び I/I による p-GaN:Mg 層の静的および時

間分解フォトルミネッセンス(PL)測定結果と陽電

子消滅測定結果を照合し、p-GaNに特有な空孔型欠

陥が PL スペクトルや室温 PL 寿命に及ぼす影響に

ついて考察した。その結果、p-GaNにおける主要な

非輻射再結合中心(NRC)である空孔クラスターの

電子捕獲断面積が約1~3 × 10  cm   と非常に大

きい事が明らかとなった (Fig. 1)。 
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Fig. 1 PL lifetime 𝜏  (left axis) of the NBE 
emission at 300 K in p-GaN:Mg as a function 
of NRC concentration (NNRC) (After [1]).
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